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(57)【要約】
【課題】本発明の主たる目的は、有機層において生じた
光をＴＦＴとは反対側へ取り出す構造の、アクティブマ
トリクス方式の有機ＥＬ素子を、全体として低減された
製造工数によって得ることにある。
【解決手段】基板と、上記基板上に順次形成されたＴＦ
Ｔ層、コンタクト電極およびパッシベーション層と、上
記パッシベーション層上に形成された複数の隔壁と、上
記隔壁間に順次形成された下部電極および有機層と、上
記隔壁上に形成された補助電極と、上記有機層の上部か
ら上記隔壁の側部および上記補助電極の側部を介して上
記補助電極の上部に至るまで連続的に形成された上部電
極とを備える有機ＥＬ素子において、上記下部電極と上
記補助電極とを、同一材料を使用し、かつ、蒸着プロセ
スによって同時に形成したことを特徴とする、有機ＥＬ
素子。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板と、前記基板上に順次形成されたＴＦＴ層、コンタクト電極およびパッシベーショ
ン層と、前記パッシベーション層上に形成された複数の隔壁と、前記隔壁間に順次形成さ
れた下部電極および有機層と、前記隔壁上に形成された補助電極と、前記有機層の上部か
ら前記隔壁の側部および前記補助電極の側部を介して前記補助電極の上部に至るまで連続
的に形成された上部電極とを備える有機ＥＬ素子において、
　前記下部電極と前記補助電極とを、同一材料を使用し、かつ、蒸着プロセスによって同
時に形成したことを特徴とする、有機ＥＬ素子。
【請求項２】
　前記同一材料が、銀、あるいは、銀と、ニッケル、ルビジウム、パラジウム、白金、マ
グネシウム、およびカルシウムのうちの少なくとも１種とを含む合金であることを特徴と
する、請求項１に記載の有機ＥＬ素子。
【請求項３】
　基板上に、ＴＦＴ層、コンタクト電極、およびパッシベーション層を順次形成する工程
と、前記パッシベーション層上に複数の隔壁を形成する工程と、前記隔壁間に下部電極を
形成するとともに前記隔壁上に補助電極を形成する工程と、前記下部電極上に有機層を形
成する工程と、前記有機層の上部から前記隔壁の側部および前記補助電極の側部を介して
前記補助電極の上部に至るまで連続的に上部電極を形成する工程とを含み、
　前記下部電極と前記補助電極とを、同一材料を使用し、かつ、蒸着プロセスによって同
時に形成することを特徴とする、有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項４】
　前記同一材料が、銀、あるいは、銀と、ニッケル、ルビジウム、パラジウム、白金、マ
グネシウム、およびカルシウムのうちの少なくとも１種とを含む合金であることを特徴と
する、請求項３に記載の有機ＥＬ素子の製造方法。
【請求項５】
　請求項１または２に記載の有機ＥＬ素子と、透明基板上にカラーフィルタ層および色変
換層の少なくとも一方を形成した積層体とを含むことを特徴とする、有機ＥＬディスプレ
イ。
【請求項６】
　請求項３または４に記載の方法によって得られた有機ＥＬ素子と、透明基板上にカラー
フィルタ層および色変換層の少なくとも一方を形成した積層体とを張り合わせて、封止構
造を実現することを特徴とする、有機ＥＬディスプレイの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、有機ＥＬ素子に関し、特に、従来問題となっていた製造工数増大の問題を解
決すべく、下部電極と補助電極とに同一材料を同時に形成した、有機ＥＬ素子に関する。
本発明は、このような有機ＥＬ素子の製造方法、ならびに当該有機ＥＬ素子を用いた有機
ＥＬディスプレイおよびその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、自発光型の有機ＥＬ素子を備える発光装置の中で、アクティブマトリクス方式の
発光装置の研究が盛んに行われている。アクティブマトリクス方式の発光装置は、各発光
部（モノクロ表示の場合には画素、カラー表示の場合には副画素）が、薄膜トランジスタ
（以下、「ＴＦＴ」とも称する）を含むスイッチング素子にて駆動制御され、供給電流に
よる記憶動作が発光部ごとに可能である。このため、アクティブマトリクス方式の発光装
置は、フレーム周波数を一定にした際の各発光部での発光時間として定義されるデューテ
ィを、パッシブマトリクス方式の発光装置に比べて長くすることができる。よって、アク
ティブマトリクス方式の発光装置は、各発光部の輝度を高度に抑制でき、ひいては低消費
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電力化および長寿命化を実現することができる。
【０００３】
　アクティブマトリクス方式の発光装置においては、従来、有機発光層において生じた光
を、透明電極を介してＴＦＴ側へ取り出す構造が主に採用されていた。このため、発光部
に位置するＴＦＴおよび配線等の存在によって、光路が制限されるという問題があった。
この問題を解決するため、近年においては、有機発光層において生じた光をＴＦＴとは反
対側へ取り出す構造の装置が盛んに研究されており、以下のような発光装置およびその関
連技術が開示されている。
【０００４】
　特開２００３－７７６８１号公報（特許文献１）には、陽極と陰極との間に発光層を含
む１層以上の有機層を備え、発光層で発生した光を陰極の側から取り出し、陽極が銀また
は銀を含む合金により構成されているす有機電界発光素子が開示されている。
【０００５】
　特開２００２－２２９００９号公報（特許文献２）には、互いに対向配置された一対の
基板間に液晶が挟持され、一対の基板のうち、一方の基板上に銀合金膜と透明導電膜との
積層構造を有する複数の第１の電極が設けられるとともに、他方の基板上には異なる色の
複数の色素層が配列されたカラーフィルタと透明導電膜からなる複数の第２の電極とが設
けられ、第１の電極は、銀合金膜と透明導電膜のうち、少なくとも銀合金膜が部分的に欠
落した領域からなる光透過領域を各画素内に有し、一対の基板の少なくともいずれか一方
の隣接する上記第１の電極の間の領域、もしくは隣接する上記第２の電極の間の領域に遮
光層が設けられた液晶表示装置が開示されている。
【０００６】
　特開２００３－２３４１９３号公報（特許文献３）には、陽極および陰極を有し、陽極
と陰極間に挟持された一または複数の有機化合物からなる層を少なくとも有し、陽極が、
主成分金属と副成分金属とからなり、かつ反射率が７０％以上である有機発光素子が開示
されている。
【０００７】
　特開２００６－７９８３６号公報（特許文献４）には、陰極と陽極との間に、少なくと
も発光層を有する有機層を挟持してなり、陽極が、アルミニウムを主成分とする合金から
なる第１の層を有し、合金の副成分が、主成分よりも相対的に仕事関数が小さい元素を少
なくとも１つ含む有機電界発光素子が開示されている。
【０００８】
　特開２００４－２６５８５３号公報（特許文献５）には、正孔を供給する陽極と電子を
供給する陰極との間に少なくとも発光層を有し、所定波長領域の透過率が高く、かつ低抵
抗の導電膜により陰極を構成した表示体が開示されている。
【０００９】
　特開２００３－２８８９９４号公報（特許文献６）には、第１の電極と、第１の電極上
に接する有機化合物層と、有機化合物層上に接する第２の電極とを有する発光素子を複数
有する画素部と、駆動回路と、端子部とを有し、画素部には、薄膜トランジスタに接続す
る第１の電極の端部が絶縁物で覆われており、且つ、絶縁物上に導電性を有する材料から
なる第３の電極と、絶縁物および第１の電極上に有機化合物層と、有機化合物層および第
３の電極に接する第２の電極とが設けられており、端子部と画素部との間には、第３の電
極と同一材料からなる配線または第２の電極と同一材料からなる配線が端子から延びてい
る配線と接続する箇所を有する発光装置が開示されている。
【００１０】
　特開２００５－９３３９８号公報（特許文献７）には、基板上に形成された第１電極と
、基板上に第１電極とは絶縁して形成された補助配線と、発光層を含むと共に、基板上に
おいて少なくとも第１電極および補助配線を覆い、かつ、補助配線の側面において断絶部
を有する有機層と、この有機層を覆うと共に、有機層の断絶部において補助配線に電気的
に接続された第２電極とを備えた有機発光素子が開示されている。
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【００１１】
　特開２００４－２６５８５３号公報（特許文献８）には、正孔を供給する陽極と電子を
供給する陰極との間に少なくとも発光層を有し、所定波長領域の透過率が高く、かつ低抵
抗の導電膜により陰極を構成した表示体が開示されている。
【００１２】
　特開２００２－８３６８９号公報（特許文献９）には、絶縁表面上に形成された透明電
極と、透明電極上に形成されたＥＬ層と、ＥＬ層上に形成された不透明電極とを有し、遮
光部も絶縁表面上に形成された発光装置が開示されている。
【００１３】
【特許文献１】特開２００３－７７６８１号公報
【特許文献２】特開２００２－２２９００９号公報
【特許文献３】特開２００３－２３４１９３号公報
【特許文献４】特開２００６－７９８３６号公報
【特許文献５】特開２００４－２６５８５３号公報
【特許文献６】特開２００３－２８８９９４号公報
【特許文献７】特開２００５－９３３９８号公報
【特許文献８】特開２００４－２６５８５３号公報
【特許文献９】特開２００２－８３６８９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　特許文献１～９に記載されている有機発光素子等においては、有機ＥＬ素子等の断面側
方視において、発光部で生じた光を上方に反射させるための下部電極（反射電極）と、発
光部で生じた光と、下部電極で反射した光をともに上方に取り出す透明な上部電極とが用
いられている。しかしながら、これら文献１～９においては、下部電極および上部電極に
関し、以下のような改善事項が見受けられる。
【００１５】
　まず、下部電極については、以下の改善事項が見受けられる。　
　特許文献１，２では、下部電極として、可視光を反射し易い銀または銀を含む合金（以
下、「銀含有材料」とも称する）が使用されている。しかしながら、銀含有材料は、下部
電極の下地層として用いるガラス基板、ならびに絶縁層として用いる酸化ケイ素、窒化酸
化ケイ素、および樹脂材料との密着性に劣る。このため、特許文献１，２では、下部電極
と下地層との間に、これら層をより強固に密着させる目的で他の層を別途形成しており、
製造工数が嵩む。
【００１６】
　また、銀含有材料は、形成後の耐酸化性に劣るだけでなく、リソグラフィ技術を用いた
エッチング時におけるアルカリ性薬液に対する耐腐食性に劣る。このため、特許文献１，
２では、銀合金の表面を保護する層を別途形成しており、これによっても製造工数が嵩む
。
【００１７】
　さらに、特許文献１，２に開示されている装置の形成には、リソグラフィ技術を用いた
エッチング時において、銀合金に適切な薬液を用いる必要がある。このため、銀合金を使
用しない下部電極を備える有機ＥＬ素子との間に、下部電極の材料を共通化することがで
きない。
【００１８】
　次に、特許文献３，４，５には、下部電極として、銀含有材料の代わりにアルミニウム
含有材料を用いた例が開示されている。これらの場合にも、有機層を形成する前処理であ
る熱処理またはＵＶ照射処理によって、下部電極表面が酸化され、有機層への電荷の供給
が低下するおそれがある。
【００１９】
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　一方、上部電極については、以下の改善事項が見受けられる。　
　特許文献６，７には、有機発光層において生じた光をＴＦＴとは反対側へ取り出す構造
に鑑み、光を透過させるための透明電極が開示されている。一般に、透明電極として使用
されるインジウムスズ酸化物（ＩＴＯ）またはインジウム亜鉛酸化物（ＩＺＯ）は、金属
材料と比較して、比抵抗が１００倍程度大きい。上部電極は、下部電極と異なり複数のＴ
ＦＴユニット間で共通に機能するため、ＴＦＴ側から供給された電流が集中して流れ込む
構造をなす。このため、上部電極にＩＴＯ等を使用すると、それらの大きな比抵抗に起因
して、パルス面内での電圧降下が不均一に発生する結果、表示ムラが生ずるおそれがある
。
【００２０】
　従って、このような電圧降下を防止すべく、上部電極と比較して比抵抗の小さな補助電
極を上部電極に接触配置させる技術が知られているが、この接触配置も表示装置の製造工
程数を増加させる。
【００２１】
　また、特許文献８には、上部電極に関し、インジウムセリウム酸化物（ＩＣＯ）と銀が
積層された、３層構造のＩＣＯ／銀／ＩＣＯなる比抵抗の低い透明導電層が開示されてい
る。このような３層構造体を形成する場合には、多層構造を形成するため、さらに製造工
数が嵩む。
【００２２】
　加えて、特許文献９には、上部電極の比抵抗を低減させる補助電極に関する他の例が開
示されている。この補助電極は、他の電極、例えば、下部電極および上部電極とは別工程
にて形成される。このため、従来の有機ＥＬ素子の形成においては、電極の形成だけでも
下部電極形成工程、補助電極形成工程および上部電極形成工程の３工程を要するため、有
機ＥＬ素子形成全体として、製造工数の削減は重要である。
【００２３】
　本発明の第１の目的は、有機層において生じた光をＴＦＴとは反対側へ取り出す構造の
、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子であって、全体として低減された製造工数に
よって得られる有機ＥＬ素子を提供することにある。また、本発明の第２の目的は、上記
有機ＥＬ素子の製造方法を提供することにある。さらに、本発明の第３の目的は、上記有
機ＥＬ素子を用いた有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　本発明は、基板と、上記基板上に順次形成されたＴＦＴ層、コンタクト電極およびパッ
シベーション層と、上記パッシベーション層上に形成された複数の隔壁と、上記隔壁間に
順次形成された下部電極および有機層と、上記隔壁上に形成された補助電極と、上記有機
層の上部から上記隔壁の側部および上記補助電極の側部を介して上記補助電極の上部に至
るまで連続的に形成された上部電極とを備え、上記下部電極と上記補助電極とを、同一材
料を使用し、かつ、蒸着プロセスによって同時に形成した有機ＥＬ素子に関する。本発明
の有機ＥＬ素子は、下部電極の保護および上部電極の小比抵抗化に伴う製造工数増大の問
題を解決した製造方法により得られるものである。本発明の有機ＥＬ素子においては、上
記同一材料が、銀、あるいは、銀と、ニッケル、ルビジウム、パラジウム、白金、マグネ
シウム、およびカルシウムのうちの少なくとも１種とを含む合金であることが望ましい。
【００２５】
　本発明は、基板上に、ＴＦＴ層、コンタクト電極、およびパッシベーション層を順次形
成する工程と、上記パッシベーション層上に複数の隔壁を形成する工程と、上記隔壁間に
下部電極を形成するとともに上記隔壁上に補助電極を形成する工程と、上記下部電極上に
有機層を形成する工程と、上記有機層の上部から上記隔壁の側部および上記補助電極の側
部を介して上記補助電極の上部に至るまで連続的に上部電極を形成する工程とを含み、上
記下部電極と上記補助電極とを、同一材料を使用し、かつ、蒸着プロセスによって同時に
形成する有機ＥＬ素子の製造方法を包含する。本発明の製造方法においては、上記同一材
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料が、銀、あるいは、銀と、ニッケル、ルビジウム、パラジウム、白金、マグネシウム、
およびカルシウムのうちの少なくとも１種とを含む合金であることが望ましい。
【００２６】
　本発明は、上記有機ＥＬ素子と、透明基板上にカラーフィルタ層および色変換層の少な
くとも一方を形成した積層体とを含む、有機ＥＬディスプレイを包含する。本発明は、上
記方法により得られた有機ＥＬ素子と、透明基板上にカラーフィルタ層および色変換層の
少なくとも一方を形成した積層体とを張り合わせて、封止構造を実現する、有機ＥＬディ
スプレイの製造方法を包含する。
【発明の効果】
【００２７】
　本発明の有機ＥＬ素子は、下部電極と補助電極とに同一材料を使用し、しかも、これら
の電極を、蒸着プロセスによって同時に形成し得られる素子である。このため、当該素子
は、従来、下部電極、補助電極、および上部電極の３種類の電極を別々に３工程に分けて
形成していたことに比べて、製造工数を低減させて得ることができる。
【００２８】
　また、本発明の有機ＥＬ素子は、予め形成した隔壁によって下部電極の形成位置を画定
し、その後下部電極を形成するだけで、従来のようなパターニングを行う必要なく得られ
る素子である。このため、当該素子は、当該パターニング用のエッチング処理等を省略で
きるのみならず、当該エッチング処理に付随して必要であった下部電極の耐腐食性を防止
するための保護層の形成も行わずに得ることができる。よって、本発明の有機ＥＬ素子は
、これらの観点からも、従来に比べて、製造工数を低減させて得ることができる。
【００２９】
　さらに、本発明の有機ＥＬディスプレイは、上記のように簡易かつ低廉に得られた有機
ＥＬ素子を用いることにより、従来に比べて、全体として製造工数を低減させて得ること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下に、図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。なお、以下に示す例は、
単なる例示であって、当業者の通常の創作能力の範囲で適宜設計変更することができる。
【００３１】
＜有機ＥＬ素子＞　
　図１は、本発明の有機ＥＬ素子を示す断面図である。有機ＥＬ素子１０は、同図に示す
ように、基板１２と、基板１２上に順次形成されたＴＦＴ層１４、ＴＦＴ補助層１６、コ
ンタクト電極１８、平坦化層２０、パッシベーション層２２、隔壁２４、下部電極２６、
有機層２８、補助電極３０、および上部電極３２により構成されている。
【００３２】
　ここで、ＴＦＴ層１４は、ソース領域１４ａ、ゲート領域１４ｂ、ゲート絶縁膜１４ｃ
、およびドレイン領域１４ｄを含む。また、ＴＦＴ補助層１６は、ソース電極１６ａ、ド
レイン電極１６ｂ、および絶縁体１６ｃからなり、両電極１６ａ，１６ｂは、低抵抗なオ
ーミック電極である。
【００３３】
　図１に示すように、基板１２上には、ＴＦＴ層１４およびＴＦＴ補助層１６が順次形成
されている。両層１４，１６間では、ソース領域１４ａとソース電極１６ａとが、また、
ドレイン領域１４ｄとドレイン電極１６ｂとが、それぞれ接続されている。
【００３４】
　ＴＦＴ補助層１６のドレイン電極１６ｂの上面には、コンタクト電極１８が接続されて
おり、電極１８は、絶縁体１６ｃの間に埋設されている。ＴＦＴ補助層１６の上部におい
て、コンタクト電極１８は、その下面を平坦化層２０と、その側面および上面のほとんど
をパッシベーション層２２と接している。なお、コンタクト電極１８の上面の一部は、下
部電極２６と接続されている。
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【００３５】
　パッシベーション層２２は、コンタクト電極１８と下部電極２６との接続位置、および
図示しない外部駆動回路とコンタクト電極１８との接続位置にホールを有する。また、パ
ッシベーション層２２の上部には、一定の間隔を置いて、複数の、図１に示すところにお
いては２個の隔壁２４が形成されている。
【００３６】
　パッシベーション層２２上の、隔壁２４が形成されていない領域には、下部電極２６が
形成されており、下部電極２６はその一部が上記ホールを貫通してコンタクト電極１８と
接続されている。このような構成により、ドレイン領域１４ｄからドレイン電極１６ｂお
よびコンタクト電極１８を介して下部電極２６への導通が達成される。
【００３７】
　下部電極２６上には、有機層２８が形成されており、隔壁２４上には補助電極３０が形
成されている。そして、有機層２８および補助電極３０上には、上部電極３２が連続的に
形成されている。
【００３８】
　以下、本発明の有機ＥＬ素子の各構成部材について説明する。　
（基板）　
　基板１２は、その上に順次積層される層の形成における種々の条件（溶媒、温度等）に
耐え得るものであれば特に限定されるものではないが、寸法安定性に優れていることが好
ましい。好ましい基板１２の例としては、ガラス基板、あるいは、ポリオレフィン、ポリ
メチルメタクリレートなどのアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエス
テル樹脂、ポリカーボネート樹脂、またはポリイミド樹脂で形成された剛直性の樹脂基板
が挙げられる。また、他の好ましい基板１２の例としては、ポリオレフィン、ポリメチル
メタクリレートなどのアクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレートなどのポリエステル樹
脂、ポリカーボネート樹脂、またはポリイミド樹脂などで形成された可撓性フィルムが挙
げられる。
【００３９】
（ＴＦＴ層）　
　ＴＦＴ層１４は、アクティブマトリクス方式の有機ＥＬ素子において、スイッチング素
子としての役割を担い、各発光部を駆動制御するものである。好ましいＴＦＴ層１４とし
ては、公知の薄膜トランジスタが挙げられ、例えば、アモルファスシリコンＴＦＴ、ポリ
シリコンＴＦＴ、またはＭＩＭ（Ｍｅｔａｌ－Ｉｎｓｕｌａｔｏｒ－Ｍｅｔａｌ）ＴＦＴ
などを用いることができる。
【００４０】
（ＴＦＴ補助層）　
　ＴＦＴ補助層１６は、ソース電極１６ａをＴＦＴ層１４のソース領域１４ａと導通させ
るとともに、ドレイン電極１６ｂによってＴＦＴ層１４のドレイン領域１４ｄと下部電極
２６とを導通させるための層である。ＴＦＴ補助層１６は、低抵抗なオーミック電極であ
るソース電極１６ａおよびドレイン電極１６ｂ、ならびに絶縁体１６ｃからなり、これら
の各構成要素は、公知の材料を使用することができる。例えば、ソース電極１６ａとして
はＡｌ合金、Ｃｕ合金、またはＭｏ合金等を、ドレイン電極１６ｂとしてはソース電極１
６ａと同様にＡｌ合金、Ｃｕ合金、またはＭｏ合金等を、絶縁体としては酸化ケイ素、ま
たは窒化ケイ素等を、それぞれ用いることができる。
【００４１】
（コンタクト電極）　
　コンタクト電極１８は、発光部ごとにドレイン電極１６ｂと後述する下部電極２６とを
導通させるための電極である。コンタクト電極１８には、後述するパッシベーション層２
２をパターニングする必要性から、ドライエッチングに対する耐腐食性の高いものを選択
する必要がある。好ましいコンタクトコンタクト電極１８の例としては、Ｃｒ、ＭｏＣｒ
、Ｍｏ等からなるものが挙げられる。
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【００４２】
（平坦化層）　
　平坦化層２０は、コンタクト電極１８を形成し易くするための層である。好ましい平坦
化層としては、イミド変性シリコーン樹脂、エポキシ変性アクリレート樹脂、アクリレー
トモノマー／オリゴマー／ポリマーの反応性ビニル基を有した樹脂、フッ素系樹脂などの
光硬化型樹脂および／または熱硬化型樹脂、ノボラック樹脂などからなるものが挙げられ
る。
【００４３】
（パッシベーション層）　
　パッシベーション層２２は、平坦化層２０から放出される水分等の有機層２８への浸入
を防ぐための層である。好ましいパッシベーション層２２としては、防湿性の高い材料、
例えば、ＳｉＯｘ、ＳｉＮｘ、ＳｉＮｘＯｙ、ＡｌＯｘ、ＴｉＯｘ、ＴａＯｘ、ＺｎＯｘ

などの絶縁性の無機酸化物、無機窒化物、無機酸化窒化物等からなるものが挙げられる。
なお、パッシベーション層２２の膜厚を１００ｎｍ～１μｍとすることが、防湿性を確保
し、かつ平坦化層２０との密着性を確保する点で好ましい。
【００４４】
（隔壁）　
　隔壁２４は、発光領域を画定すべく、平面視で、各発光部を取り囲む形状の層である。
隔壁２４の断面形状を、図１に示すような逆テーパー形状とすることが、蒸着法で形成さ
れる下部電極２６間、即ち隣接する発光部間において、絶縁性を確保する観点から好まし
い。好ましい隔壁２４としては、ノボラック樹脂材料等からなるものが挙げられる。
【００４５】
（下部電極）　
　下部電極２６は、隔壁２４によって画定された発光部ごとに形成され、発光を図１の上
部電極３２に向けて反射する、反射電極として機能する電極である。好ましい下部電極２
６としては、銀または銀合金からなるものが挙げられる。例えば、銀、あるいは、銀と、
８族のニッケル、ルビジウム、鉛、および白金のうちの少なくとも１種との合金、さらに
は、銀と、２Ａ族であるマグネシウムおよびカルシウムのうちの少なくとも１種との合金
からなるものが好ましい。下部電極２６は、銀または銀合金からなる単層構造であっても
よいし、銀または銀合金からなる膜を積層した多層構造でもよい。
【００４６】
（有機層）　
　有機層２８は、発光部を含み、下部電極２６と上部電極３２との間に挟まれて位置する
層である。有機層２８は、少なくとも有機発光層を含み、必要に応じて正孔輸送層、正孔
注入層、電子輸送層および／または電子注入層を含む。これらの各層は、それぞれ所望さ
れる特性を実現するのに十分な膜厚を有して形成される。具体的に各層の膜厚は、正孔輸
送層については５～５０ｎｍ、正孔注入層については５～２００ｎｍ、電子輸送層につい
ては５～５０ｎｍ、電子注入層については５～１００ｎｍとすることが好ましい。また、
有機層は、下記のような層構成とすることができる。
【００４７】
　（１）有機発光層　
　（２）正孔注入層／有機発光層　
　（３）有機発光層／電子注入層　
　（４）正孔注入層／有機発光層／電子注入層　
　（５）正孔輸送層／有機発光層／電子注入層　
　（６）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子注入層　
　（７）正孔注入層／正孔輸送層／有機発光層／電子輸送層／電子注入層　
　なお、上記（１）～（７）の各構成においては、陽極として機能する電極が左側に接続
され、陰極として機能する電極が右側に接続される。
【００４８】
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　有機発光層には、公知の材料を用いることができる。青色から青緑色の発光を得るため
用いる材料としては、例えば、縮合芳香環化合物、環集合化合物、金属錯体（Ａｌｑ３（
トリス（８－キノリノール）アルミニウム）に代表されるアルミニウム錯体など）、スチ
リルベンゼン系化合物（４，４'－ビス（ジフェニルビニル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）
など）、ポルフィリン系化合物、ベンゾチアゾール系、ベンゾイミダゾール系およびベン
ゾオキサゾール系などの蛍光増白剤、芳香族ジメチリディン系化合物などが好ましい。
【００４９】
　また、ホスト化合物にドーパントを添加することによって、種々の波長域の光を発する
有機発光層を形成することもできる。ホスト化合物としては、ジスチリルアリーレン系化
合物（例えば、出光興産製ＩＤＥ－１２０など）、Ｎ，Ｎ'－ジトリル－Ｎ，Ｎ'－ジフェ
ニルビフェニルアミン（ＴＰＤ）、Ａｌｑ３などを使用することができる。一方、ドーパ
ント化合物としては、ペリレン（青紫色）、クマリン６（青色）、キナクリドン系化合物
（青緑色ないし緑色）、ルブレン（黄色）、４－ジシアノメチレン－２－（ｐ－ジメチル
アミノスチリル）－６－メチル－４Ｈ－ピラン（ＤＣＭ、赤色）、白金オクタエチルポル
フィリン錯体（ＰｔＯＥＰ、赤色）などを使用することができる。
【００５０】
　正孔輸送層には、トリアリールアミン部分構造、カルバゾール部分構造、オキサジアゾ
ール部分構造を有する材料を用いることができる。特に、ＴＰＤ、α－ＮＰＤ、ＭＴＤＡ
ＰＢ（ｏ－，ｍ－，ｐ－）、ｍ－ＭＴＤＡＴＡなどを使用することが、輝度劣化を抑制し
、非発光点（ダークスポット）の形成を抑制する観点から好ましい。
【００５１】
　正孔注入層には、Ｐｃ類（ＣｕＰｃなどを含む）、インダンスレン系化合物などの材料
を用いることができる。
【００５２】
　電子輸送層には、Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体、ＰＢＤ、ＴＰＯＢのようなオキ
サジアゾール誘導体、ＴＡＺのようなトリアゾール誘導体、トリアジン誘導体、フェニル
キノキサリン類、ＢＭＢ－２Ｔのようなチオフェン誘導体などの材料を用いることができ
る。
【００５３】
　電子注入層には、Ａｌｑ３のようなアルミニウム錯体、またはアルカリ金属もしくはア
ルカリ土類金属をドープしたアルミニウムのキノリノール錯体などの材料を用いることが
できる。
【００５４】
　有機層２８は、以上のような各層から形成することができるが、これらの層とは別に、
有機層２８と上部電極３２との間に、任意選択的に、アルカリ金属、アルカリ土類金属ま
たはそれらの合金、あるいはアルカリ金属フッ化物などの電子注入性材料の薄膜で形成さ
れたバッファ層を形成し、さらに電子注入効率を高めることもできる。なお、当該バッフ
ァ層の膜厚は、光透過率を確保するため、１０ｎｍ以下とすることが好ましい。
【００５５】
（補助電極）　
　補助電極３０は、上部電極３２と接続することで、これら全体して、上部電極３２単独
の場合に比べて低抵抗化を図るために形成される。本発明においては、補助電極３２は、
下部電極２６と同一の材料によって構成される。また、補助電極３０は、下部電極２６と
同様に、単層構造または多層構造のいずれでもよい。
【００５６】
（上部電極）　
　上部電極３２は、有機層２８および補助電極３０上に連続的に形成され、有機層２８か
らの発光を上方に取り出すための透明電極である。上部電極３２には、ＳｎＯ２、Ｉｎ２

Ｏ３、ＩＴＯ、ＩＺＯ、ＺｎＯ：Ａｌなどの導電性金属酸化物を用いることができる。
【００５７】
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　また、上部電極３２の厚さは、注入電流による電圧降下を抑制するため、５０ｎｍ以上
とすることが必要であり、形成時の温度上昇を抑制するため、５０ｎｍ～１μｍとするこ
とが好ましい。さらに、当該厚さは、光透過率を確保するため、１００ｎｍ～３００ｎｍ
とすることがより好ましい。
【００５８】
　さらに、上部電極３２の透過率は、有機層２８からの発光を上方に取り出す機能を実効
あるものとするため、波長４００～８００ｎｍの光に対して５０％以上とすることが好ま
しく、同条件において８５％以上とすることがより好ましい。
【００５９】
　図１には図示しないが、上部電極３２の上部には、有機発光層への水分、酸素浸入を防
止する目的で、酸化ケイ素、窒化酸化ケイ素などの材料を用いて、有機ＥＬ素子１０全体
を被覆するパッシベーション膜を任意選択的に形成することもできる。
【００６０】
＜有機ＥＬ素子の製造方法＞　
　図１に示す有機ＥＬ素子を製造するに際し、以下の各形成工程を採用することができる
。　
【００６１】
（ＴＦＴ層、コンタクト電極、およびパッシベーション層形成工程）　
　基板１２上に常法によりＴＦＴ層１４を形成し、ＴＦＴ層１４上にＴＦＴ補助層１６を
形成する。
【００６２】
　ＴＦＴ補助層１６上に、平坦化層２０を形成する。当該形成は、スピンコート法等を用
いることができる。例えば、スピンコート法により膜厚１～５μｍに塗布し、プリベーク
を行い、所定の位置に開口部をもつフォトマスクを用いて露光、現像、焼成する。この際
、ノボラック樹脂系材料を用いることにより、ドレイン電極１６ｂ上へのレジスト残渣を
低減できる。なお、平坦化層２０は、後述のコンタクト電極１８を形成し易くするための
層である。このため、特に簡易に有機ＥＬ素子を形成しようとする場合には、本工程は省
略することができる。
【００６３】
　ＴＦＴ補助層１６のドレイン電極１６ｂ上から平坦化層２０上の一部にコンタクト電極
１８を形成する。当該形成は、例えば、スパッタ法によって所定材料を積層した後、スピ
ンコート法を用いたエッチングなどの処理により行うことができる。例えば、Ｃｒ、Ｍｏ
Ｃｒ、Ｍｏ等の材料をスパッタ法で形成し、フォトレジストを形成する。フォトレジスト
には、一般に、ＴＦＲ１２５０（商品名、東京応化工業製）等のノボラック樹脂材料を用
いる。この際、エッチング液として、Ｃｒ系材料の場合には第二硝酸セリウム系液を、Ｍ
ｏ系材料の場合にはリン酸－硝酸－酢酸混合液を用いることが、電極端部を約４５°のテ
ーパー形状とすることができる点で好ましい。
【００６４】
　コンタクト電極１８の側部および上部を覆うように、パッシベーション層２２を形成す
る。当該形成は、例えば、スパッタ法によって所定材料を積層した後、スピンコート法を
用いたエッチングなどの処理により行うことができる。例えば、まず、ＳｉまたはＳｉＯ
ターゲットを用いたスパッタ法により酸化ケイ素を形成するか、または、モノシラン等の
シラン系ガスとＮ２、ＮＯｘ、ＮＨ３ガスとを用いてＣＶＤ法により窒化ケイ素膜を形成
する。次いで、フォトレジストを形成し、ドライエッチングにより所定の位置に開口部を
形成する。エッチングガスとしてはＳＦ６、またはＣＨＦ３等のフッ素系ガス等を用いる
ことができる。
【００６５】
（隔壁形成工程）　
　パッシベーション層２２上に、一定の間隔を置いて、複数の隔壁２４を形成する。当該
形成は、例えば、スピンコート法によって所定材料を塗布した後に、プリベーク、パター
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ン焼き付け、ポストエクスポージャーベーク、現像、および加熱処理を経て行うことがで
きる。例えば、まず、スピンコート法により１～５μｍに塗布し、プリベークを行う。次
いで、所定の位置に開口部を有するフォトマスクを用い露光し、その後ベーク、現像、お
よび焼成を順次行う。この際、露光後のベーク条件を１１０℃～１３０℃において３０秒
～１５０秒とすることが、パッシベーション層２２との密着性を確保でき、ひいては隔壁
２４のはく離を防止できる点で好ましい。
【００６６】
　図２は、基板１２に、ＴＦＴ層１４、ＴＦＴ補助層１６、平坦化層２０、コンタクト電
極１８、パッシベーション層２２、および隔壁２４を順次形成した積層体の平面図である
。同図によれば、隔壁２４により区画された領域にパッシベーション層２２が形成されて
おり、その一部にはパッシベーション層２２が存在しない部分に、コンタクト電極１８が
現れている。
【００６７】
（下部電極および補助電極形成工程）　
　パッシベーション層２２上に下部電極２６をコンタクト電極１８の一部と導通するよう
に形成するとともに、下部電極２６と電気的に分離する補助電極３０を隔壁２４上に形成
する。これらの両電極２６，３０は、同一の材料、本例では銀をまたは銀合金を用いて同
時に形成することができる。当該形成には、抵抗加熱または電子ビーム加熱を用いた蒸着
を用いることができる。例えば、抵抗加熱においては、１．０×１０－４Ｐａ以下の真空
条件において加熱ボート温度を５００℃～７００℃とし、成膜レートを０．１～０．５ｎ
ｍ／秒とすることができる。これにより、パッシベーション層２２との密着性が十分な下
部電極２６を形成できる。また、電子ビーム加熱においては、１．０×１０－４Ｐａ以下
の真空条件において加速電圧５～２０ｋＶ、ビーム電流１～５Ａ、容器としてアルミナる
つぼを用い形成することができる。この際、形成雰囲気を１．０×１０－４Ｐａ以下の真
空とすることが、隣接する層との優れた密着性を実現できる点で好ましい。両電極２６，
３０を多層構造とする場合も真空中で連続して形成することにより密着性を実現できる。
【００６８】
（有機層形成工程）　
　下部電極２６上に有機層２８を形成する。当該形成には、抵抗加熱または電子ビーム加
熱を用いた蒸着を用いることができる。当該蒸着においては、図１の、発光部となる部分
（隔壁２４と隔壁２４との間の部分）の上面部に対応する部分が開口部であり、かつ、隔
壁２４の側面部および上面部に対応する部分が遮蔽部であるマスクを用いて形成する。こ
のようなマスクによる形成によれば、隔壁２４の上面には有機層２８が形成されない。こ
の際、形成雰囲気を真空とすることが、隣接する層との優れた密着性を実現できる点で好
ましい。このような形成態様によれば、隔壁２４の上面部においては補助電極３０が露出
したままであるため、後述の上部電極３２の形成時において、隔壁２４上で補助電極３０
と上部電極３２とが好適に接続される。
【００６９】
　なお、有機層２８を形成する際に、発光部ごと区切られた下部電極２６の端部まで被覆
することが肝要である。よって、例えば、有機層２８の形成時に各層１２～２６からなる
積層体を回転させる方法、または多数の蒸着源により下部電極２６への有機層２８の入射
を多方向から行う方法等を採用することで、下部電極２６と上部電極３２との短絡を効率
よく防止する。
【００７０】
（上部電極形成工程）　
　有機層２８の上部から、隔壁２４の側部および補助電極３０の側部を介して、補助電極
３０の上部に至るまで、連続的に上部電極３２を形成する。即ち、上部電極３２は、有機
層２８および隔壁２４を被覆するように形成する。上部電極３２はスパッタ法を用いて形
成することができる。例えば、ターゲットとして、ＩＴＯ、ＩＺＯ等を用い、Ａｒおよび
Ｏ２雰囲気において、１００～１０００Ｗの成膜電力を用いる。この際、形成雰囲気を真
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空とすることが、隣接する層との優れた密着性を実現できる点で好ましい。
【００７１】
　図３は、（図１に示す）隔壁２４および補助電極３０に対する上部電極３２の被覆状態
を示すＳＥＭ写真である。図３において、その左半分に注目すると、黒く見える部分が隔
壁２４であり、隔壁２４の上方の灰色に見える部分が補助電極３０であり、補助電極３０
の上方の白く見える部分が上部電極３２である。この左半分は、隔壁２４の上方における
、これら層２４，３０，３２の界面を示す。これに対し、中央部分から右半分は、隔壁２
４の側方における、これら層２４，３０，３２の界面を示す。
【００７２】
　このように、スパッタ法を用いて上部電極３２の形成を行うことにより、図３の中央部
分から右半分に示すように、隔壁２４の側面においても連続的に層形成が可能であり、上
部電極３２の全形成領域において電気的に連続した層形成が可能であることが判る。
【００７３】
　以上に示した本発明の有機ＥＬ素子の製造方法によれば、下部電極２６と補助電極３０
とに、同一材料を使用し、しかも、これらの電極を蒸着プロセスによって同時に形成する
ことができる。このため、当該製造方法によれば、従来、下部電極、補助電極、および上
部電極の３種類の電極を別々に３工程に分けて形成していたことに比べて、製造工数を低
減させて、有機ＥＬ素子を得ることができる。
【００７４】
　また、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法によれば、予め形成した隔壁２４によって下部
電極２６の形成位置を画定し、その後下部電極２６を形成するだけで、従来のようなパタ
ーニングを行う必要なく、有機ＥＬ素子１０を得ることができる。このため、当該製造方
法によれば、当該パターニング用のエッチング処理等を省略できるのみならず、当該エッ
チング処理に付随して必要であった下部電極２６の耐腐食性を防止するための保護層の形
成も行わずに、素子１０を得ることができる。よって、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法
は、これらの観点からも、従来に比べて、製造工数を低減させて、有機ＥＬ素子を得るこ
とができる点で有利である。
【００７５】
　さらに、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法によれば、下部電極２６の実質上の形成を、
隔壁２４を用いて行うことができるとともに、下部電極２６の形成から上部電極３２の形
成までを真空中で行うことができる。このため、これらの形成態様および形成条件等によ
り、基板１２の上方で形成される、隔壁２４、下部電極２６、有機層２８、補助電極３０
、および上部電極３２の優れた密着性を実現することができる。
【００７６】
＜有機ＥＬディスプレイおよびその製造方法＞　
　以上は、本発明の有機ＥＬ素子の製造方法を構成する各工程についての説明であるが、
このような各工程の終了後、有機ＥＬディスプレイを形成する際には、本発明の有機ＥＬ
素子を、カラーフィルタ層、色変換層、またはカラーフィルタ層と色変換層との積層体を
形成した透明基板と張り合わせ、封止構造をとる。以下に、このような有機ＥＬディスプ
レイの各形成工程について説明する。
【００７７】
（カラーフィルタ層形成工程）　
　カラーフィルタ層は、所望される波長域の光のみを透過させる層である。また、色変換
層との積層体を採用する場合には、色変換層にて波長分布変換された光の色純度を向上さ
せることにカラーフィルタ層は有効である。カラーフィルタ層は、透明基板上に、または
色変換層上に、たとえば、市販の液晶用カラーフィルタ材料（富士フイルムエレクトロニ
クスマテリアルズ製カラーモザイクなど）を、スピンコート法、ロールコート法、キャス
ト法、ディップコート法などによって塗布し、続いてフォトリソグラフィ法などを用いて
パターニングすることによって形成することができる。
【００７８】
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（色変換層形成工程）　
　色変換層は、色変換色素とマトリクス樹脂からなる層である。色変換色素は、入射光の
波長分布変換を行って、異なる波長域の光を放射する色素であり、有機発光層からの近紫
外光または青色ないし青緑色の光の波長分布変換を行って、所望の波長域の光（たとえば
、青色、緑色または赤色）を放射する色素である。色変換色素としては、赤色光を放射す
るローダミン系色素、シアニン系色素など、緑色光を放射するクマリン系色素、ナフタル
イミド系色素など、青色光を放射するクマリン系色素など、当該技術で知られている任意
のものを用いることができる。色変換層は、透明基板上に、またはカラーフィルタ層上に
、上記材料を、スピンコート法、ロールコート法、キャスト法、ディップコート法などに
よって塗布し、続いてフォトリソグラフィ法などを用いてパターニングすることによって
形成することができる。
【００７９】
（封止工程）　
　封止用の透明基板にカラーフィルタ層および色変換層の少なくとも一方が形成された積
層体と、上述した本発明の有機ＥＬ素子を張り合わせることで、封止構造を実現し、本発
明の有機ＥＬディスプレイを得る。貼り合わせに際しては、当該積層体と有機ＥＬ素子と
を、例えば、グローブボックス内乾燥窒素雰囲気下で、ＵＶ硬化接着剤を用いて張り合わ
せて封止することができる。封止条件としては、雰囲気を酸素および水分濃度をともに１
０ｐｐｍ以下とすることが好ましい。
【００８０】
　なお、上記積層体において、１つの透明基板に、複数種の色変調部、たとえば有機ＥＬ
素子からの光を吸収して赤色光を放射する赤色変調部、緑色光を放射する緑色変調部、お
よび青色光を放射する青色変調部を設けることもできる。本発明においては、複数種の色
変調部をマトリクス状に配置することによってフルカラー表示を可能にする構成を実現で
きる。
【実施例】
【００８１】
　以下に、本発明を実施例により詳細に説明し、本願発明の効果を実証する。　
　本実施例は、有機ＥＬディスプレイ（画素数１６０×１２０(ＲＧＢ)、画素ピッチ０．
３３ｍｍ）を作成した例である。
【００８２】
（有機ＥＬ素子の形成）　
　有機ＥＬ素子の形成に際しては、図１に示す素子１０を形成した。　
　透明基板１２としてのフュージョンガラス(コーニング製１７３７ガラス、１００ｍｍ
×１００ｍｍ×１．１ｍｍ)を用いた。この基板１２上に、当該技術分野で使用される一
般的なＴＦＴ層１４およびＴＦＴ補助層１６を形成した。さらに、ＴＦＴ補助層１６上に
ＮＮ８１０（ＪＳＲ製）を用いてスピンコート法により膜厚３μｍの平坦化層２０を形成
した。平坦化層２０は、図１に示すように、発光部を被覆する領域に、かつ、ドレイン電
極１６ｂ上にコンタクトホールを有するように形成した。
【００８３】
　次いで、平坦化層２０上に、コンタクト電極１８を形成した。即ち、まず、スパッタ法
により膜厚３００ｎｍのＭｏＣｒ膜を形成した。次に、スピンコート法によりレジスト(
ＴＦＲ１２５０　東京応化工業製)を１．５μｍの厚さで形成した。さらに、平面視でコ
ンタクトホール周辺にパターンを有するフォトマスクを用いて露光を行い、レジストパタ
ーンを形成した後に、エッチング処理を行い、ドレイン電極１６ｂと接続するコンタクト
電極１８を形成した。
【００８４】
　その後、平坦化層２０およびコンタクト電極１８上に、パッシベーション層２２を形成
した。即ち、まず、スパッタ法により膜厚３００ｎｍの酸化ケイ素膜を形成した。さらに
、スピンコート法によりレジスト(ＴＦＲ１２５０　東京応化工業製)を１．５μｍの厚さ
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で形成した。さらに、外部駆動回路とコンタクト電極１８との接続位置にホールを有する
フォトマスクを用いて露光を行ってレジストパターンを形成し後に、ＳＦ６およびＣＨ３

をエッチングガスとするドライエッチング処理によりパターニングし、パッシベーション
層２２を形成した。
【００８５】
　引き続いて、パッシベーション層２２上に、隔壁２４を形成した。即ち、ネガ型フォト
レジスト(日本ゼオン製ＺＰＮ１１６８)をスピンコート法によって塗布し、プリベークを
行った。次に、フォトマスクを用いて所定のパターンを焼き付け、６０秒間にわたって１
１０℃のホットプレート上でポストエクスポージャーベークを行った後に現像を行った。
さらに、１５分間にわたって２２０℃のホットプレート上で加熱処理し、逆テーパー形状
の隔壁２４を形成した。
【００８６】
　このように隔壁２４を形成した後、図１の隔壁２４以下の積層体を、抵抗加熱蒸着装置
内に装着し、下部電極２６と補助電極３０を同時に形成した。ここで、これらの電極２６
，３０には、Ａｇ－２ａｔ％Ｍｇ合金を用い、膜厚は１００ｎｍとした。両電極２６，３
０の形成に際し、真空槽内圧は１×１０-4Ｐａまで減圧した。
【００８７】
　さらに、抵抗加熱蒸着装置内で上記真空を破らずに、有機層２８（正孔注入層、正孔輸
送層、有機発光層、電子注入層からなる）を順次成膜した。ここで、正孔注入層には、銅
フタロシアニン（ＣｕＰｃ）を用い、膜厚は１００ｎｍとした。正孔輸送層には、４，４
'－ビス［Ｎ－（１－ナフチル）－Ｎ－フェニルアミノ］ビフェニル（α－ＮＰＤ）を用
い、膜厚は２０ｎｍとした。有機発光層には、４，４'－ビス（２，２'－ジフェニルビニ
ル）ビフェニル（ＤＰＶＢｉ）を用い、膜厚は３０ｎｍとした。電子注入層には、Ａｌｑ

３を用い、膜厚は２０ｎｍとした。
【００８８】
　最後に、上記真空を破らずに、金属マスクを用いて、膜厚２００ｎｍのＩＺＯ膜を対向
スパッタ法により堆積させて、上部電極３２を形成し、図１に示す構造の有機ＥＬ素子を
得た。
【００８９】
（有機ＥＬディスプレイの形成）　
　次に、上記有機ＥＬ素子を用いて、以下のように、有機ＥＬディスプレイを形成した。
　封止用の透明基板に、ブラックマトリクス材料(富士フイルムエレクトロニクスマテリ
アルズ株式会社製：カラーモザイクＣＫ－７８００)を塗布し、フォトリソグラフィ法に
よってパターニングを行い、幅０．０３ｍｍ、ピッチ０．１１ｍｍ、厚さ１μｍの格子状
のブラックマトリクス層を形成した。
【００９０】
　次に、青色変調フィルタ層を形成した。即ち、まず、上記ブラックマトリクスにより形
成された格子状の開口部の一部に、青色フィルタ材料(富士フイルムエレクトロニクスマ
テリアルズ株式会社製：カラーモザイクＣＢ－７００１)を塗布した。その後、フォトリ
ソグラフィ法によってパターニングを行い、幅０．０８ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、厚さ
１０μｍの複数のストライプからなる青色変調フィルタ層を形成した。
【００９１】
　同様に、緑色変調フィルタ層を形成した。即ち、まず、蛍光色素としてクマリン６の０
．７重量部を、溶剤のプロピレングリコールモノエチルアセテート(ＰＧＭＥＡ)１２０重
量部へ溶解させて混合溶液を得た。さらに、該溶液に対して１００重量部の新日鐵化学製
ＶＰＡ１００を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布液を、上記ブラックマトリクス
により形成された格子状の開口部の一部に塗布し、フォトリソグラフィ法によってパター
ニングを行い、幅０．０８ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、厚さ１０μｍの複数のストライプ
からなる緑色変調フィルタ層（色変換層のみで構成されている）を得た。
【００９２】
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　同様に、赤色変調フィルタ層を形成した。即ち、まず、蛍光色素としてクマリン６の０
．６重量部、ローダミン６Ｇの０．３重量部およびベーシックバイオレットの０．３重量
部を１２０重量部のＰＧＭＥＡ中へ溶解させ、混合溶液を得た。さらに、該溶液に対して
１００重量部の新日鐵化学製ＶＰＡ１００を加えて溶解させ、塗布液を得た。この塗布液
を、上記ブラックマトリクスにより形成された格子状の開口部の一部に塗布し、フォトリ
ソグラフィ用によってパターニングを行い、幅０．０８ｍｍ、ピッチ０．３３ｍｍ、厚さ
１０μｍの複数のストライプからなる赤色変調フィルタ層を得た。
【００９３】
　さらに、各変調フィルタ層上に、平坦化層を以下の手順で形成した。まず、該変調フィ
ルタ層上に、アクリル系材料(ＪＳＲ株式会社製：ＮＮ８１０)を、スピンコート法によっ
て回転数１０００ｒｐｍで塗布した。次に、ブラックマトリクス形成領域よりも広い開口
部を有するフォトマスクで露光を行った後、アルカリ現像液(ＮＭＤ－３　東京応化工業
性)を用いて現像した。さらに、２００℃でポストベークを行い、厚さ３μｍの平坦化層
のパターンを形成した。
【００９４】
　引き続き、平行平板型プラズマＣＶＤ装置を用い、平坦化層の上部および側部において
、平坦化層を覆うように、無機酸化窒化物層(ＳｉＮｘ膜)を３００ｎｍ形成し、封止ガラ
スを得た。この際、雰囲気はＳｉＨ４ガス５０ｓｃｃｍとＮ２ガス２００ｓｃｃｍとし、
ＲＦ印加電力は１５０Ｗとして、基板ステージ温度は１００℃とした。
【００９５】
　こうして得られた封止用ガラスと、上記のようにして得られた有機ＥＬ素子とを、グロ
ーブボックス内乾燥窒素雰囲気下（酸素および水分濃度ともに１０ｐｐｍ以下）において
、ＵＶ硬化接着剤を用いて張り合わせて封止構造を実現した。以上に示したように、有機
発光層において生じた光をＴＦＴとは反対側へ取り出す構造の、アクティブマトリクス方
式の有機ＥＬディスプレイを形成することができた。
【００９６】
　本実施例よれば、有機ＥＬ素子の下部電極と補助電極とに、同一材料を使用し、しかも
、これらの部分を蒸着プロセスによって同時に形成できた。このため、従来に比べて製造
工数を低減させて、有機ＥＬ素子、ひいては有機ＥＬディスプレイが得られることが実証
された。
【００９７】
　また、本実施例では、有機ＥＬ素子の下部電極形成時に、従来下部電極に対して行われ
ていたパターニング用のエッチング処理を省略できるのみならず、エッチング処理に起因
する下部電極の耐腐食性を防止するための保護層を別途設ける必要もなかった。このため
、これらの観点からも、従来に比べて、製造工数を低減させて有機ＥＬ素子、ひいては有
機ＥＬディスプレイが得ることが実証された。
【産業上の利用可能性】
【００９８】
　本発明によれば、従来に比べて製造工数を低減させて有機ＥＬ素子等を提供することが
できる。よって、本発明は、近年、より簡易に得られる有機ＥＬ素子等の開発が要請され
ている状況下において、有望な技術である。
【図面の簡単な説明】
【００９９】
【図１】本発明の有機ＥＬ素子を示す断面図である。
【図２】基板１２に、ＴＦＴ層１４、ＴＦＴ補助層１６、平坦化層２０、コンタクト電極
１８、パッシベーション層２２、および隔壁２４を順次形成した積層体の平面図である。
【図３】（図１に示す）隔壁２４および補助電極３０に対する上部電極３２の被覆状態を
示すＳＥＭ写真である。
【符号の説明】
【０１００】
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　１０　有機ＥＬ素子
　１２　基板
　１４　ＴＦＴ
　１６　ＴＦＴ層補助層
　１８　コンタクト電極
　２０　平坦化層
　２２　パッシベーション層
　２４　隔壁
　２６　下部電極
　２８　有機層
　３０　補助電極
　３２　上部電極

【図１】

【図２】

【図３】
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